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[序]: 金属水素化物は高温超伝導[1]などの興味深い物性を示すことから、次世代エレクトロニクス材料へ

の応用が期待されている。そこで、我々のグループではそのような応用を見据え、LiH[2]やTiH2[3]のエピ

タキシャル成長を報告してきた。しかしながら、金属水素化物エピタキシャル薄膜の結晶方位を規定し

た詳細な物性研究は報告されていない。そこで本研究では (110)及び(111)配向したTiH2エピタキシャル薄

膜の作製に成功し、その配向に依存した輸送特性を観測したので報告する。 

 

[実験]: TiH2薄膜は反応性マグネトロンスパッタ法により作製した。

基板温度を150oC、アルゴン分圧、水素分圧をそれぞれ1.0 Pa、0.15 Pa

とした。ターゲットには金属Ti(直径2インチ)を、基板にはMgO(110)

と α-Al2O3(0001)を用い、DC 100 Wで15分間成膜した(膜厚: ~100 nm)。

X線回折(XRD)を用いて薄膜の構造評価を行い、低温物性測定装置

(仁木工芸製)を用いて4 - 300 Kにおける輸送特性を評価した。 

 

[結果]: 各基板上に作製したTiH2薄膜のXRD対称面測定の結果をFig. 

1に示す。MgO(110)基板上では(110)配向、α-Al2O3(0001)基板上では

(111)配向した薄膜が得られた。また極点図測定から、面内では

[001]TiH2 // [001]MgO及び[11-2]TiH2 // [11-20]Al2O3の関係でエピタキシャ

ル成長していることを確認した。 

続いて、(110)、(111)配向したTiH2薄膜におけるホール係数の温度

依存性をFig. 2に示す。(110)配向の薄膜は全温度領域でホール伝導で

あったのに対し、(111)配向の薄膜は60 K付近にキャリアの反転が見

られ、室温付近ではホール伝導、低温領域では電子伝導であること

がわかった。 

以上のように、TiH2エピタキシャル薄膜の成長方位を制御し、そ

の配向に依存した輸送特性の観測に成功した。 
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Fig. 1 Out-of-plane XRD patterns. 

Fig. 2 Temperature dependence of 

Hall coefficient in (110)- and 

(111)-oriented TiH2 thin films. 
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